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Анотация (до 150 думи): 

Настоящият курс лекции представлява въведение във физиката на фазовите преходи и 

кинетиката на явленията в кристалния растеж, структурата и свойствата на 

повърхностите, междуфазовите граници и наноразмерните системи. Kурсът е 

организиран методологично в две направления. В първото от тях, след въвеждане на 

принципите на класическата термодинамика и статистическата физика, теоретично са 

разгледани основните процеси и явления във фазообразуването, включващи двумерни 

фазови преходи, зародишообразуване, механизми на кристален растеж, термодинамични 

и структурни свойства на междуфазовите граници и др.  

Във второто, експериментално направление на курса са представени класическите и 

съвременни методи и инструменти за анализ на структурата и свойствата на материали. 

Механизмите на кристален растеж са показани с помощта на отражателна електронна 

микроскопия – растеж чрез движение на стъпала, растеж чрез двумерно 

зародишообразуване, нормален растеж, спирален растеж. Основно внимание е обърнато 

на енергийно-дисперсивния метод и на вълново-дисперсивния метод за елементен 

анализ. 

 

 

Тематично съдържание на курса (кратко описание по теми или модули): 

 

Тема / Модул 1: Теоретични основи на кристалния растеж. Основи на класическата 

термодинамика и статистическата физика, теоретично разглеждане на  основните 

процеси и явления в процеса на образуване на нова фаза, включително двумерни фазови 

преходи, зародишообразуване, механизми на кристален растеж, термодинамични и 

структурни свойства на междуфазовите граници, растеж на тънки епитаксиални филми, 

повърхност Si(111), формиране на атомни свръхрешетки, квантови клъстери, 

компютърно моделиране на процеси и явления във физически системи от твърда и мека 

кондензирана материя. 

 

 

Тема / Модул 2: Експериментални основи на кристалния растеж. Изучават се методи 

и инструменти за анализ на структурата и свойствата на материали. Специално внимание  

 



 
 

е отделено на повърхността на силиций, както и на различните индустриални методи за 

растеж на силициеви кристали. Механизмите на кристален растеж са показани  

с помощта на отражателна електронна микроскопия – растеж чрез движение на стъпала, 

растеж чрез двумерно зародишообразуване, нормален растеж, спирален растеж. Основно 

внимание е обърнато на енергийно-дисперсивния метод и на вълново-дисперсивния 

метод за елементен анализ, както и на SEM с висока резолюция. 

 

Форми на обучение и оценяване: 

Писмен тест и/или развиване на въпроси. 

 

Компетентности, придобити в резултат на обучението: 

Придобиване на теоретични познания за строеж и структура на кристали, 

квазикристали, аморфни вещества, кристални повърхности и междуфазови граници.  

Анализ на резултати от SEM изследвания. 

Анализ на резултати от EDS изследвания. 
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